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快速升溫退火爐注意事項

1.目前僅開放Si、GaN、Ge、Ⅲ-Ⅴ族基板，特殊基板請找機台
負責人討論。

2.目前不開放含Ag、Cu、Fe的材料。

4.本機台溫度最高1050C, 900C以上加熱請勿超過60秒鐘。

5.一般Si基板離子佈值活化建議使用900C 10秒即可。


